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【57】申請專利範圍
1.　一種形成半導體結構的方法，包含：
分別在一第一半導體區及一第二半導體區上方形成一第一閘極介電質及一第二閘極介電

質；

形成一第一功函數層，該第一功函數層包含分別在該第一閘極介電質及該第二閘極介電

質上方的一第一部分及一第二部分；

圖案化該第一功函數層以移除該第一功函數層的該第二部分；

形成一第二功函數層，該第二功函數層包含分別在該第一閘極介電質及該第二閘極介電

質上方的一第一部分及一第二部分，其中該第二功函數層的該第一部分進一步在該第一

功函數層的該第一部分上方；

執行一蝕刻製程以蝕刻該第二功函數層及該第一功函數層之該第一部分的一部分以形成

一開口；以及

在該第二功函數層上方沈積一導電層，其中該導電層填充至該開口中；

蝕刻該導電層及該第一功函數層以形成一溝槽；以及

用一介電材料填充該溝槽以形成一切割金屬閘極區。

2.　如請求項 1所述之方法，其中該形成該第一功函數層包含沈積一 p型功函數層，且該形
成該第二功函數層包含沈積一 n型功函數層。

3.　如請求項 1所述之方法，其中該沈積該導電層包含：  沈積一黏著層；以及
在該黏著層上方沈積一填充金屬層。
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4.　如請求項 1所述之方法，其中該第一功函數層之該第一部分及該第二功函數層的該第一
部分共同形成一第一電晶體之一第一閘極堆疊的多個部分，且其中該第二功函數層之該

第二部分形成一第二電晶體之一第二閘極堆疊的一部分。

5.　如請求項 1所述之方法，進一步包含以下步驟：
形成包含一額外開口的一蝕刻遮罩，其中該蝕刻遮罩用於該蝕刻製程，其中該額外開口

與該第一功函數層的一邊緣重疊，且該第二功函數層接觸該第一功函數層的該邊緣，且

其中該開口直接下伏於該額外開口。

6.　一種半導體結構，包含：  一第一半導體區；
該第一半導體區上方的一第一閘極介電質；

該第一閘極介電質上方的一第一功函數層；

一第二半導體區；

該第二半導體區上方的一第二閘極介電質；

該第二閘極介電質上方的一第二功函數層；以及

一導電層，包含：

與該第一功函數層重疊的一第一部分；

與該第二功函數層重疊的一第二部分；以及

接合該第一部分至該第二部分的一中間部分，其中該中間部分接觸該第一功函數層的一

第一邊緣及該第二功函數層的一第二邊緣，且其中該中間部分實體接觸該第一閘極介電

質。

7.　如請求項 6所述之半導體結構，進一步包含與該第一功函數層重疊的該第二功函數層的
一延伸部分，其中該延伸部分進一步下伏於該導電層的該第一部分。

8.　如請求項 6所述之半導體結構，其中該第一功函數層及該第二功函數層分別包含於一第
一電晶體及一第二電晶體中。

9.　一種半導體結構，包含：  一 p型電晶體，包含：
一第一半導體鰭片；

該第一半導體鰭片上方的一第一閘極介電質；及

該第一閘極介電質上方的一第一功函數層；

一 n型電晶體，包含：
一第二半導體鰭片；

該第二半導體鰭片上方的一第二閘極介電質，其中該第一閘極介電質及該第二閘極介電

質包含一介面層及該介面層上方的一高 k介電層；及
該第一閘極介電質上方的一第二功函數層；及

一組合式閘極電極，包含該 p型電晶體的一第一閘極電極及該 n型電晶體的一第二閘極
電極，其中該組合式閘極電極包含與該第一功函數層、該第二功函數層及該介面層實體

接觸的一部分。

10.   如請求項 9所述之半導體結構，其中該組合式閘極電極的該部分實體接觸該組合式閘極
電極之該部分之多個相對側上的該高 k介電層之多個部分的多個邊緣。

圖式簡單說明

本揭露之態樣在與隨附圖式一起研讀時自以下詳細描述內容來最佳地理解。請注意，根

據行業標準慣例，各種特徵未按比例繪製。實際上，各種特徵之尺寸可為了論述清楚經任意

地增大或減小。

第 1圖至第 6圖、第 7A圖、第 7B圖及第 8圖至第 17圖圖示根據一些實施例的形成包括切
割金屬邊界區之電晶體之中間階段的視圖。

第 18圖圖示根據一些實施例的一些電晶體之俯視圖。

(2)
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第 19圖及第 20圖圖示根據一些實施例的包括切割金屬邊界區之電路區及不包括切割金屬邊
界區之電路區的示意圖。

第 21圖圖示根據一些實施例之包括切割金屬邊界區之全環繞閘極電晶體的視圖。
第 22圖圖示根據一些實施例的包括切割金屬邊界區之靜態隨機存取記憶體(Static Random-
Access Memory，SRAM)單元的佈局。
第 23圖圖示根據一些實施例的用於形成包括切割金屬邊界區之電晶體的製程流程。

(3)
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